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RF magnetron sputtering법으로 제작된 IGZO 박막의 
Annealing 변화에 따른 특성 연구
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RF magnetron sputtering법을 이용하여 IGZO박막을 RF power 100W로 일정하게 유지시켜, 열처리 변화

에 따른 구조적, 전기적, 광학적 특성 분석을 연구하였다. IGZO 타겟은 In2 O3, Ga2 O3, ZnO 분말을 각각 

1:1:2 mol% 조성비로 혼합하여 소결한 타겟을 사용하였고, 20 mm×20 mm XG glass 기판위에 IGZO박막

을 증착하였다. sputtering의 조건은 base pressure 2.0×10^-6Torr, working pressure 2.0×10^-2Torr, RF power 
100 W, 증착온도는 실온으로 고정, 증착된 박막은 Annealing장비로 500oC, 700oC, 800oC로 열처리를 하엿

다. XRD 분석 결과 열처리 700oC부터 2theta=31.4도에서 peak intensity가 증가하며 결정화가 진행되는 것

을 확인하였다. AFM분석 결과 열처리 700oC에서 최소 0.31 Roughness를 갖는 것을 확인하였고, Hall 측정 

결과 열처리 700oC에서 carrier concentration 4.91×10^19cm^-3, Mobility 14.4cm^2/V-s, Resistivity 8.7×10^-5
Ω-cm로 확인하였으며, UV-Visible-NIR을 이용하여 열처리 한 모든 IGZO박막은 가시광선 영역에서 평균 

85%이상의 광 투과성을 확인하였다.
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Eu가 도핑된 CaMoO4 적색 형광체 박막의 특성
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최근에 적색 발광체를 개발하고자 무기물 모체에 다양한 활성제 이온을 주입하는 연구가 상당한 관심

을 끌고 있다. 본 연구에서는 발광 효율이 높은 적색 형광체 박막을 제조하고자 활성제 이온 Eu3+가 도핑

된 CaMoO4:Eu3+를 라디오파 마그네트론 스퍼터링을 사용하여 증착하였다. 두 종류의 박막을 성장하였는

데, 한 종류는 증착 온도 (100-400oC)를 달리하여 성장한 후 570oC에서 열처리를 실시하였고, 다른 한 종

류는 동일한 온도 300oC에서 증착한 후에 열처리 온도(420, 470, 520, 570oC)를 변화시켜 제조하였다. 증
착 온도와 열처리 온도에 따른 적색 형광체 박막의 흡광과 발광 특성, 결정 구조, 입자의 크기와 표면 형

상, 밴드갭 에너지의 크기를 조사하였다. 열처리 온도에 따른 적색 형광체 박막의 경우에, 파장 308 nm로 

여기 시켰을 때 발광 세기가 가장 강한 616 nm의 주 피크를 방출하는 적색 스펙트럼이 나타났으며, 열처

리 온도가 증가함에 따라 적색 발광 스펙트럼의 세기는 증가하는 경향을 보였다. 증착 온도 변화에 따른 

형광체 박막의 경우에, 272 nm로 여기 시켰을 때 614 nm의 적색 발광 피크를 확인 할 수 있었다. 모든 

박막의 결정 구조는 정방정계이었다.
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